
 
Fig. 1  Bird-view SEM images taken after 
SiH4-LPCVD on SiO2/Si-line and space 
patterens. 
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１．概要（Summary） 

SiH4とGeH4のLPCVDにおいて、反応初期過程を交

互に精密制御することにより、Si熱酸化膜上にGe核を有

する Si 量子ドットを自己組織化形成し、Al 上部および下

部電極を形成した Ge コア Si 量子ドット発光ダイオード構

造において、Ge コアの量子準位間での電子－正孔再結

合に起因する室温ELが顕在化することを明らかにしてい

る。本申請研究では、p-Si (100)基板を EB リソグラフィお

よびドライエッチングを用いてライン&スペース構造形成

後、熱酸化したSi細線構造へSi量子ドットを高密度形成

した。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

電子ビーム描画装置、レジスト処理（アッシング）装置 
【実験方法】 

p-Si (100) 基板に EB リソグラフィおよびドライエッチン

グを用いて高さ 300 nm、幅 400 nm のライン&スペース

構造を形成し、RCA 洗浄後、1000 °C、2 ％ O2中で膜

厚3.5 nmの酸化膜を形成した。その後、希釈HF処理を

施した後、SiH4ガスを用いたLPCVDによりSi量子ドット

を自己組織化形成した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
基板温度 560 ºC、SiH4 ガス圧力 0.5 Torr で LPCVD

を行った結果、ライン幅 400 nm( スペース幅 400 ~ 
1000 nm )のSi 細線上面、側面および底面(スペース)に
おいてSi量子ドットの形成が認められ、ドット面密度(~2 × 
1011 cm-2 )およびサイズに顕著な変化は認められなかっ

た(Fig. 1)。この結果から、幅~400 nmの溝内部において

もSi初期核発生・成長が均一に進行し、立体構造上に均

一サイズの Si 量子ドットが高密度・一括形成できることが

分かる。 

 
４．その他・特記事項（Others） 
 本研究の一部は科研費基盤研究(S)の支援を受けて行

われた。また、本研究は、豊田工業大学佐々木実教授、

熊谷慎也准教授および梶原建支援員の御尽力により得ら

れた成果であり、この場をお借りして深く感謝申し上げま

す。 
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